Stream = Frie ladningsbaerere & Spaending

Isolator (marmor)

”Ingen” frie ladningsheerere
©0 @ (meget meget fa frie elektroner)

Halvleder (ren silicium)
Nasten ingen frie ladningsbearere.
Ren silicium har en gitter-struktur

©0ee +O @ @ © hvor elektronerne er bundet.
En gang imellem slipper elektroner
dog fri og kan bidrage til en strgm.

EINE) Modstand (kulstof)
En del frie ladningsbzerere.
@ ©0 / \ © e Der kreeves en vis spanding for

at opna en glven stroam.
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00 o Leder (kobber)
@,0 =) Mange frie ladningsberere.

©0 000 ¢ ©e e © Elektronerne i de fleste metaller

(&) ”sveever frit omkring” og lader sig
00 (=) let bevaege (der lgber en strgm).

Dopede Halvledere (forurenet” silicium)

Nar der tilfgjes bor-atomer til ren silicium dannes der en p-type halvleder.
I en p-type halvleder bestar strammen primart af positive ladningsbzrere (huller)

Nar der tilfgjes phosfor-atomer til ren silicium dannes der en n-type halvleder.
I en n-type halvleder bestar strammen primaert af negative ladningsberere (elektroner)

Dopede halvledere er "rimeligt gode™ ledere, men er dog ikke sa gode som metaller.
Halvlederene kan lede strem i begge retninger, ogsa selv om de er forbundet som vist,
med en metal-leder som mellemforbindelse (der dannes ikke en pn-junction).
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PN junction — OPen circuit
(Sedra/Smith Flg. 3.12)

Diffusion stram
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I en pn overgang (junction) vil der altid
opsta en diffusion strem.

Elektroner og huller vil ophave hinanden
og derved ”genopstar” den rene silicium.

Der opstar ogsa et elektrisk felt (fra en rum-
ladning) som modvirker diffusion stremmen.




PN junction — Reverse-Bias
(Sedra/Smith Fig. 3.13)

| Nar PN overgangen patrykkes en spanding i spaerre-retningen, VOKSer sparrelaget I
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Nar dioden “’sparrer” bliver sparrelaget
”draenet” for frie ladningsberere.
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Ren silicium indeholder dog ogsa enkelte
(f8) frie ladningsberere®og disse vil med-
fare en lille stram | .

Stremmen I, er i starrelsesordenen
til pico- til nano-Ampere
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PN junction — Near Forward-Bias
(Sedra/Smith Fig. 3.16)

| NA&r pn overgangen patrykkes en spaending i lede-retningen formindskes sperrelaget I
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| De forste 0,6 V der patrykkes dioden i lederetningen gar til at ophaeve speaerrelaget I
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PN junction — @ Forward-Bias
(Sedra/Smith Fig. 3.16)

Nar PN overgangen bliver patrykt en spaending svarende til V, (se side 145) i lede-
retningen er spearrelaget helt veek og dioden begynder at lede.
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PN junction — Forward-Bias
(Sedra/Smith Fig. 3.16)

Nar kredslgbet patrykkes en spaending, som er veesentligt starre end 0,7V vil det
primeert veere modstanden, som bestemmer (begraenser) stremmen.
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